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1. Convertor fotovoltaic semiconductor, care toom un strat semiconductor, pe suptaffrontai a cruia sunt
aplicate contacte metalice colectoare de cuienh strat de adeziv organosilicic, iar pe supgi@pud a stratului
semiconductor este aplicat un strat de aliaj d& kpracterizat prin aceea stratul semiconductor este executat din
nanocristale de siliciu, planele cristalografice alrora sunt orientate intr-o dinge; aliajul de lipit pe baz de
cositor cofine stibiu Tn cantitate de 3...4% din masa alidjudantactele colectoare de curent sunt caideate din
aliaj galvanic de fier-cobalt sau de fier-cadmiar, stratul de protg¢ie din adeziv organosilicic cu grosimea de
0,17...0,2 mm este aplicat pe toate suptelfe convertorului.

2. Procedeu de fabricare a convertorului fotovolsamiconductor definit Tn revendicarea 1, carestidn aceeax
se orienteaz nanocristalele de siliciu prin rotirea unei sud® camp electrostatic exterior in jurul stratului
semiconductor cu pasul de rotire de %D%e determia experimental unghiul sub care se fixeaszrsa de camp
electrostatic exterior; se togie pelicula din aliaj de lipit pe bazde cositor aliat cu stibiu, se depun in aliaj
nanocristalele de siliciu orientate cu alierea oonitenti a unei @rti de nanocristale cu stibiti se ticeste aliajul;
placa olinutd se cufund ntr-o baie galvanic cu electrolit, care caime soldie apoas, de exemplu, de sare a
clorurii de fier in cantitate de 360 g/L, sulfat cebalt - 40 g/L la pH = 1,2...14 temperatura sotiei de 313K,
pentru asigurarea durabilii adeziunii aliajului galvanic cu semiconductopéri la 220 g/mrA a suprafeei de
contact; se efectuearatarea anodica suprafgei frontale a stratului semiconductor in decur28es la densitatea
de amplitudine a curentului de 55...60 Afdree fixeaz un sablon de suprafa frontaki curitita de oxizisi de
impuritati a plcii obtinute; se conecteaplaca cu catodul la o suérsle curent periodic cu impuls de retur reglabil
dupi amplitudinesi dupi durat, si la raportul amplitudinilor impulsului catodig celui anodic de curent egal cu
6:1, In decurs de 3 min seiraste densitatea impulsului direct de la 0 p&n40 A/dnf; se depune aliajul galvanic
in decurs de 12...20 min la raportul stabilit alectilor; convertorul fotovoltaic ofinut se spdl cu ap distilat la
temperatura de ~330K, se ususe cufund Tn adeziv organosilicic, se &lird din vasul cu adeziyi se usug n
dulapul de uscat la temperatura de 360K timp denit0



